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PEMBENTUKAN PROSES POLISILIKON – KESAN KE ATAS SIFAT 
PERMUKAAN FILEM MELALUI PARAMETER PROSES PECVD  

 

ABSTRAK 
 

 

 

 

Lapisan filem polihablur silicon telah luas diaplikasikan di dalam pengeluaran produk 

peranti elektronik dan litar bersepadu. Pada kebiasaannya, pengendapan polihablur silicon 

dilakukan dengan menggunakan kaedah endapan wap kimia tekanan rendah (LPCVD) pada 

suhu sekitar 600 – 700 darjah celsius Melalui proses endapan yang menggunakan suhu 

yang tinggi ini telah menghadkan aplikasi peranti di dalam teknologi fabrikasi yang 

memerlukan technology pemprosesan endapan pada suhu yang rendah yang di kenali 

sebagai jangkauan haba. Projek ini telah mengkaji kemunasabahan penggunaan teknik 

endapan pada suhu yang rendah yang dikenali sebagai endapan wap kimia tertingkat plasma 

(PECVD) melalui amorfus silicon prapenanda pada suhu 100 – 300 darjah celsius. Struktur 

lapisan ini kemudiannya akan ditukar kepada struktur polihablur silicon melalui rawatan 

haba singkat. Kesan daripada parameter PECVD dari aspek perubahan kuasa RF, tekanan 

kebuk dan suhu pada lapisan filem telah dikaji. Didapati, suhu endapan dan kuasa RF 

mempunyai kesan yang penting pada kualiti fizikal filem dan rintangan keping akan 

berkurangan selepas rawatan haba singkat. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 
Thin polycrystalline silicon film has been used in the wide range of applications in 

the production of integrated circuits and other electronic products. Traditionally, 

polycrystalline silicon is deposited using Low Pressure Chemical Vapor Deposition 

(LPCVD) process at temperatures around 600 – 700C. This high temperature deposition 

process limits its application in the advanced device fabrication technology, which required 

a much lower processing technology or the so called thermal budget. This project studied 

the feasibility of using a lower temperature deposition technique, called Plasma Enhanced 

Chemical Vapor Deposition (PECVD) which deposited an amorphous silicon precursor 

film, at temperatures ranging from 100 – 300 C. This film is then to be converted to 

polycrystalline structure using a short heat treatment. The effect of PECVD process 

parameters which include the deposition temperature, RF power and chamber pressure on 

film characteristics is investigated. It was found that the deposition temperature and RF 

power have the most important impact on the film physical quality, and the film sheet 

resistivity is significantly reduced after short heat treatment.  
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